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用于先进集成电路光刻工艺综合
评估的图形规范

1 范围

本标准规定了用于先进集成电路光刻工艺综合评估的标准测试图形单元的形状、一般尺寸,以及推

荐的布局和设计规则,这些标准测试图形包括可供光学显微镜和扫描电子显微镜用的各种图形单元。
本标准适用集成电路的工艺、常规掩模版、光致抗蚀剂和光刻机的特征和能力作出评价及交替移相

掩模版相位测量,适用于g线、i线、KrF、ArF等波长的光刻设备及相应的光刻工艺。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16878—1997 用于集成电路制造技术的检测图形单元规范

SJ/T10584—1994 微电子学光掩蔽技术术语

3 术语和定义

GB/T16878—1997和SJ/T10584—1994界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
掩模版误差因子 maskerrorfactor;MEF
把掩模版上的图形转移到硅片上时,硅片上图形线宽对掩模版线宽的偏导数。
注:影响掩模版误差因子的因素有曝光条件、光刻胶性能、光刻机透镜像差、后烘温度等。对远大于曝光波长的图

形,掩模版误差因子通常非常接近1。对接近或者小于波长的图形,掩模版误差因子会显著增加。而使用交替

相移掩模版的线条光刻可以产生显著小于1的掩模板误差因子。在光学邻近效应校正中细小补偿结构附近会

显著小于1。

3.2 
移相掩模版 phaseshiftmask
在光刻掩模的不同区域上制作出特定的光学厚度,使得光透过不同区域产生相位差,以达到提高成

像对比度和光刻工艺窗口的掩模版。

3.3 
离轴照明 off-axisillumination
为进一步提高投影光刻机的光刻分辨率,让照明光束以偏离透镜对称轴方向斜入射的照明方法。

3.4
光酸分子有效扩散长度 effectivediffusionlengthofphoto-generatedacid
化学放大光致抗蚀剂在曝光后的烘烤过程中光酸分子在光致抗蚀剂聚合物中的随机扩散形成的扩

散长度。

3.5 
交替移相掩模版 alternatingphaseshiftingmask
由常规的透光区和能使光产生180°相移的石英移相器区交替排列的移相掩模,也称为Levenson
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